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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年8月16日(2012.8.16)

【公開番号】特開2011-61113(P2011-61113A)
【公開日】平成23年3月24日(2011.3.24)
【年通号数】公開・登録公報2011-012
【出願番号】特願2009-211368(P2009-211368)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   3/38     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ   3/38    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成24年7月4日(2012.7.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　該基板上に形成された密着層と、
　該密着層上に形成された配線層と
　を有し、
　前記密着層は、窒化ＮｉＣｕ合金により形成され、
　前記窒化ＮｉＣｕ合金の窒素含有量は、１ａｔｏｍｓ％以上５ａｔｏｍｓ％以下であり
、
　前記密着層に含まれるＮｉの含有率は２０ｗｔ％以上７５ｗｔ％以下であることを特徴
とする配線基板。
【請求項２】
　基板と、
　該基板上に形成された密着層と、
　該密着層上に形成された配線層と
　を有し、
　前記密着層は、窒化ＮｉＣｕ合金により形成され、
　前記窒化ＮｉＣｕ合金の窒素含有量は、１ａｔｏｍｓ％以上５ａｔｏｍｓ％以下であり
、
　前記窒化ＮｉＣｕ合金における窒素以外のＮｉ及びＣｕの重量比率は、Ｎｉ：Ｃｕ＝１
：２であることを特徴とする配線基板。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の配線基板であって、
　前記配線層は、前記密着層の上に形成されたシード層を含むことを特徴とする配線基板
。
【請求項４】
　請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の配線基板であって、
　前記基板は、基板本体と該基板本体の表面に形成された樹脂絶縁層とを含むことを特徴
とする配線基板。
【請求項５】
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　表面が絶縁樹脂よりなる基板を準備し、
　該基板上に、窒化ＮｉＣｕ合金により密着層を形成し、
　該密着層上に配線層を形成し、
　前記密着層の形成は、窒素を添加した雰囲気中でＮｉＣｕ合金をターゲットとしてスパ
ッタリング法により行い、
　前記雰囲気はＡｒガス雰囲気であり、該Ａｒガス雰囲気への窒素の添加量を２．５％以
上１２．５％以下とし、
　前記配線層の形成は、前記密着層上にＣｕシード層を形成してから該Ｃｕシード層上に
Ｃｕ配線層を形成することを含み、
　前記密着層を形成するＮｉＣｕ合金のＮｉの含有率を２０ｗｔ％以上７５ｗｔ％以下と
し、
　前記配線層が形成されない領域において、前記配線層をエッチングで除去する際に同時
に前記密着層をエッチングして除去することを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項６】
　請求項５記載の配線基板の製造方法であって、
　前記密着層を形成するＮｉＣｕ合金における窒素以外のＮｉ及びＣｕの重量比率をＮｉ
：Ｃｕ＝１：２とすることを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項７】
　請求項５又は６記載の配線基板の製造方法であって、
　前記基板の準備は、基板本体上に樹脂により絶縁層を形成することを含むことを特徴と
する配線基板の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の一観点によれば、基板と、該基板上に形成された密着層と、該密着層上に形成
された配線層とを有し、前記密着層は、窒化ＮｉＣｕ合金により形成され、前記窒化Ｎｉ
Ｃｕ合金の窒素含有量は、１ａｔｏｍｓ％以上５ａｔｏｍｓ％以下であり、前記密着層に
含まれるＮｉの含有率は２０ｗｔ％以上７５ｗｔ％以下であることを特徴とする配線基板
が提供される。また、本発明の他の観点によれば、基板と、該基板上に形成された密着層
と、該密着層上に形成された配線層とを有し、前記密着層は、窒化ＮｉＣｕ合金により形
成され、前記窒化ＮｉＣｕ合金の窒素含有量は、１ａｔｏｍｓ％以上５ａｔｏｍｓ％以下
であり、前記窒化ＮｉＣｕ合金における窒素以外のＮｉ及びＣｕの重量比率は、Ｎｉ：Ｃ
ｕ＝１：２であることを特徴とする配線基板が提供される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　また、本発明のさらに他の観点によれば、表面が絶縁樹脂よりなる基板を準備し、該基
板上に、窒化ＮｉＣｕ合金により密着層を形成し、該密着層上に配線層を形成し、前記密
着層の形成は、窒素を添加した雰囲気中でＮｉＣｕ合金をターゲットとしてスパッタリン
グ法により行い、前記雰囲気はＡｒガス雰囲気であり、該Ａｒガス雰囲気への窒素の添加
量を２．５％以上１２．５％以下とし、前記配線層の形成は、前記密着層上にＣｕシード
層を形成してから該Ｃｕシード層上にＣｕ配線層を形成することを含み、前記密着層を形
成するＮｉＣｕ合金のＮｉの含有率を２０ｗｔ％以上７５ｗｔ％以下とし、前記配線層が
形成されない領域において、前記配線層をエッチングで除去する際に同時に前記密着層を
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エッチングして除去することを特徴とする配線基板の製造方法が提供される。
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